FORMULE E
RELAZIONI

Diodo
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Transistor MOS
Vi = Vo + Y(JJ- 205+ Vg = J[-204])
k!
Iy = 7”%( Ves— Vr)?(1 + AVy;) (saturazione)

14
Ir = nmtc(,xw(vGS— V- DZSAT)(l +AVps)

(sat. velocita)

, W Vs ..
I, =k Z((VGS— VT)VDS—TDS ) (lineare)

Vps

Vos _Ybs
= Isenknq(l —e kT/q] (sottosoglia)

Modello unificato del MOS submicrometrico

Ip =0 per Vg7<0
2

Ve
W(VGTVW.,, - %‘)(1 +AVps) for V720

k'—
L

con V,;, = min(Vgp, Vg, Vpsar)

Ip

e Vor = Ves—Vr

Modello del MOS ad interruttore

e 1( Vob o Vop/2 )
“C Wpgar(1+AVpp)  Ipgar(1+AVpp/2)
3 Vob ( 5 )
.o e SV
4Ipsar 6 o

Invertitore
Vou = f (Vo)
Vor = fi (Voun)
Vi = f(Vyy)
CL(szin /2)
1, = 069R,,C; = =

avg
Puin = CLVDDszin,gf

Pae = Vpplpp -

Invertitore CMOS statico

Vou = Vpp
VM::"VDD i r_kaDSATp
14 k,Vpsarn
Viap—V
M pp— VYu
Vig = Vyy—-— Vie = Vy 2
1+r
con g =

(Var=Vin— Vosara”2)(A,— )

7 +1 R._+R
= PHE " TpLH _ egn eqp
t, = e 0,5901,(“—"2—“-)

Pav = CLV:IZ)D)C

Interconnessioni
modello RC concentrato: 1,= 0.69 RC

modello RC distribuito: t,= 0.38 RC

catena RC (rete di Elmore):

N N N i
W= YRYC=YCYR

i=1 j=i i=1 j=1
linea di trasmissione:

p = Vreﬂ s Irefl & R_Zo
Vo, 1 R+Z,

nc

inc




